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Exercice 1 (8 points)
On considére le semi-conducteur Silicium intrinséque qui a une densité n; =10 cm™ 2 T=300K.

1. Expliquer I’effet de la température sur la conductivité €lectrique d’un semi-conducteur intrinséque.
2. Donner I’expression de sa conductivité en fonction de #; et des mobilités Ity et py des électrons et des

trous, respectivement.
3. Comparer sa résistivité pg; a celle du Cuivre : Pcu=1,7 plhcm en calculant pg;/ pe.

4. Calculer la résistance d’un barreau de silicium intrinséque de section Imm? et de longueur Iem.
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Exercice 2 (8 points)

1. Rappeler les jonctions que ’on peut former si 1’on dépose un métal sur un SC.

2. Quels sont les cas o on a une diode redresseuse et un contact ohmique ?

On considére pour la suite une jonction Schottky métal-SC de type N, de type redresseuse.

3. Que peut-on dire sur le travail d’extraction ¢ du métal par rapport au travail d’extraction dsc du
semi-conducteur ?

4. Rappeler la structure de bande de cette structure (avant et apres contact).
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Exercice 3 (4 points)
Le Métal utilisé a un travail de sortie de 4,7 eV et le semi-conducteur présente une affinité électronique de

4,0 eV.

e Calculer le dopage du semi-conducteur (atomes/cm3) pour que le potentiel de la barriére qui

s’oppose au passage des électrons du S/C vers le métal soit de 0,53 V, sachant que :

KsT . N
Vi= ¢p— —-lnN—D
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Exercice 1 (8 points)

On considére le semi-conducteur Silicium intrinséque qui a une densité n; = 10" em > 2 T=300K.

1. Expliquer I’effet de la température sur la conductivité électrique d’un semi-conducteur intrinséque.
2. Donner I’expression de sa conductivité en fonction de n; et des mobilités p, et p, des électrons et des

trous, respectivement.
3. Comparer sa résistivité pg; a celle du Cuivre : poy = 1,7 uQcm en calculant pg; / pcu.

4. Calculer la résistance d’un barreau de silicium intrinséque de section 1mm? et de longueur 1em.
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Exercice 2 (8 points)

AN S
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1. Rappeler les jonctions que 1’on peut former si I’on dépose un métal sur un SC.

2. Quels sont les cas ou on a une diode redresseuse et un contact ohmique ?

On considére pour la suite une jonction Schottky métal-SC de type N, de type redresseuse.

3. Que peut-on dire sur le travail d’extraction ¢,, du métal par rapport au travail d’extraction ¢gc du

semi-conducteur ?

4. Rappeler la structure de bande de cette structure avec explication (avant et aprés contact).
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Exercice 3 (4 points)

Le Métal utilisé a un travail de sortie de 4,7 eV et le semi-conducteur présente une affinité électronique de
4,0 eV.
e Calculer le dopage du semi-conducteur (atomes/cm”) pour que le potentiel de la barriere qui

s’oppose au passage des électrons du S/C vers le métal soit de 0,53 V, sachant que :
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